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摘 要

本論文主要是利用高角度的階梯製作出穿隧元件，並且加上形貌的改變，探討溫度與形貌對穿隧元件特性的影響。 本論文

主要包含三個主要的部分： 1. 類鑽石（Diamond-Like Carbon，DLC）薄膜的成長與特性分析—利用磁控濺鍍的方式於室

溫成長DLC薄膜，並且利用高真空熱退火處理來增加其硬度。 2. 高角度階梯的製作—利用DLC薄膜的高硬度特質，製作

出品質良好又筆直陡峭的高角度階梯。 3. 製作穿隧磁阻元件—利用形貌的改變造成磁異向性來增加穿隧磁阻的大小。 結

果顯示，我們利用700℃在10-5 torr壓力下，進行3小時的高真空熱退火處理，降低了DLC薄膜的蝕刻速率，而且也利用反

應式離子蝕刻技術製作出階梯角度大於50°且品質優良的高角度階梯。 我們利用此高角度階梯成功製作出穿隧元件，且利

用形貌的改變造成晶界兩側之磁化不同向增加穿隧磁阻的大小，其中形貌比例1：10的樣品磁阻變化率在5 K時可以達到5

％以上，其自旋極化率可以達到30％。
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